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CsLiB6O10（CLBO）結晶を用いた深紫外光源の高出力化に向けて，結晶の深紫外光吸収や出力

低下が課題となっている 1)．前回の講演では CLBO結晶に波長 221 nmの深紫外光を集光照射し

た際，透過率低下が時間的に緩和される現象について述べた 2)．本研究では，素子内部の水不純

物が脱離する前後での透過率の経時変化の挙動を詳しく調査した． 

Figure 1に示す光学系を用い，光学セル内に固定した CLBO素子に 221 nm光を集光照射した．

セルには Arガスを 100 ml/min の流量で常時流入させた．CLBO素子は Li-poor組成溶液からイ

ンゴットを育成した 3)評価用の波長 266 nm光発生方位素子（5×5×10 mm3，2面研磨）を使用

した．まず，室温 23 ℃，入射偏光は o偏光，集光点のパワー密度 2.0~7.0 GW/cm2（計算値）の

条件で透過率の経時変化を測定した．次に，素子を 150 ℃に昇温し，4日間加熱することで内部

の水不純物を脱離した．その後，室温に降温してから加熱前と同じ条件で透過率の経時変化を調

べた．Figure 2 (a)にパワー密度 6.0 GW/cm2で照射した時の結果を示す．加熱前の素子では，10

秒程度変化が見られない状態が続いた後，急速に透過率が低下して 80秒後にバルク損傷が生じ

た．一方，加熱処理した後は照射直後から透過率は指数関数的に低下し，130秒後にバルク損傷

が生じた．透過率の経時低下は紫外光誘起吸収欠陥の形成の結果と考えているが，加熱前後の低

下挙動の違いからそのメカニズムは大きく異なっていることが本研究で明らかになった．加熱

後の透過率経時変化を解析するために，指数関数 T(t) = A + Bexp(-(t/τ))を用いてフィッティング

した．Figure 2 (b)の実線は実験値に対するフィッティングを示し，時定数 τ = 60 s程度でよく一

致した．当日は他の光学材料の光誘起吸収欠陥を参考に，CLBO結晶中の欠陥生成機構や緩和現

象について考察する． 

本研究は JSPS科研費 JP22H01993の助成を受けて得られた成果である． 
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Fig.2. (a) Temporal changes in transmittance at before heat 

treatment (filled circles, A) and after heat treatment 

(open circles, B). (b) Markers represent transmittance 

after heat treatment. Solid line is curve fitting. 

 

Fig.1. Schematic of experimental setup. 
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